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VALVD

BAUELEMENTE FUR DIE GESAMTE ELEKTRONIK

Schaltungssamimiumy

Vorverstarker mit

hohem
Eingangswiderstand
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Technische Daten Diese beiden Schaltungen haben extrem hohe
Eingangsimpedanz (25 °C) > 10° Q Eiflgangs._ “.“d Seh.r niedrige‘ Ausgangswid?r-
el : K it < 4oF stdnde. Sie eignen sich als Breitbandvorverstir-
parallel zu einer Rapazita P ker, z. B. fiir Tastkopfe von Oszillografen. Ein-
Bandbreite (—3dB, R, = 509Q) >100 MHz gang und Ausgang der Schaltungen liegen auf
Ausgangswiderstand <100 demselben Potential. Ihre Spannungsverstir-

Fehlspannung auf Null einstellbar

kung betrigt 1.

Der Transistor T, des FET-Paares BFS 21
(BFQ 10 ... 16) stellt eine Konstantstromquelle
dar. Ist der Basisstrom von Transistor T, ver-
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Ortskurve der Verstérkung der Vorstufe bei einem Lastwiderstand R| = 50 Q.

nachlédssigbar klein, dann ist der Drainstrom von
T, gleich dem von T,. Damit sind auch die Gate-
Source-Spannungen dieser beiden Transistoren,
von einer kleinen Fehlspannung abgesehen,
gleich groB. Die Basis des Transistors T, liegt
also auf einem Potential, das gegeniiber dem
Eingang um die Durchla8spannung der Diode D,
erhéht ist. Mit dem Widerstand R, in Schaltung
a stellt man den Emitterstrom von T, so ein, daB
seine Basis-Emitter-Spannung gleich der Durch-
laBspannung an der Diode D ist, damit der Aus-
gang auf dem gleichen Potential liegt wie der
Eingang.

Wegen des endlichen Basisstromes von Transi-
stor Ty sind die Drainstréme von Ty, T, in Schal-
tung a aber nicht genau gleich. Ist der dadurch
verursachte Fehler zu groB, dann muf3 man den
Basisstrom von T; wie in Schaltung b iiber die
Widerstdnde Ry und R, zufiihren. Dieser Strom
kann mit Ry so eingestellt werden, da83 Eingang
und Ausgang auf gleichem Potential liegen.

In Schaltung b ist der Ausgangswiderstand der
FET-Stufe um R, = 200 Q kleiner als in Schal-
tung a; dementsprechend ist auch der Ausgangs-
widerstand der gesamten Vorstufe kleiner.

Der Emitter-Ruhestrom von Transistor Ty wird
liber den Widerstand R; durch die Diode D, ge-
fihrt. So ist die Temperaturdrift der Basis-
Emitter-Spannung des bipolaren Transistors
durch die Drift der Diodenspannung kompen-
siert. Die Z-Diode BZX 79 reduziert die Verlust-
leistung des Transistors T, ohne einen wesentli-
chen Miller-Effekt zu verursachen.

Verwendet man an Stelle des FET-Paares
BSF 21 den Zweifach-FET BFQ 10 ... 16, so
kann man eine kleinere Differenz der Gate-
Source-Spannungen (Fehlspannung) und einen
kleineren Temperaturkoeffizienten (Spannungs-
drift) erzielen.
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